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bilan pastrog @ giymatiga to'g'ri keldi, bu kichikroq oltingugurt atomlarini (1,84 A) kattaroq selen

atomlari (1,98 A) bilan almashtirish bilan panjara parametrlarining kengayishini ko'rsatadi.
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KVARS QUMIDAN YARIMO‘TKAZGICHLI KREMNIY AJRATIB OLISHNING
HARORATGA BOG‘LIQLIGI
Jiyanova S.1., To‘raev X.X., Eshmurodov X.E., Xatamova Z.X.
Termiz davlat universiteti, Termiz sh.

Annotatsiya: Ushbu tadgigot ishida Surxondaryo viloyati hududlaridan olib kelingan kvars
qumi boyitilib, laboratoriya sharoitida qaytarilishi o‘rganilgan.Qaytarilish jarayoni reaktorda turli
haroratlarda amalga oshirildi. Har bir haroratda olingan namina rentgen fazaviy usulda tahlil gilindi.

Tayanch so‘zlar: kvars, kvarsit, harorat, mineral, kremniy, gaytaruvchi, magniy, uglerod,
elektr pech,qaytarish,reaktor

Kremniy(57)- uglerod oilasining metal bo‘lmagan kimyoviy elementi hisoblanadi. Kremniy
yer qobig‘ida ikkinchi eng ko‘p tarqalgan element bo‘lib, uning 27,7% ni tashkil giladi. Kremniy
nomi lotinchadan kelib chiqib, “chagmoq tosh” yoki “qattiq tosh” degan ma’noni anglatadi. Amorf
elementar kremniy birinchi marta 1824 yilda shved kimyogari Yens Yakob Berzelius tomonidan
ajratib olingan va element sifatida tavsiflangan [1]. Tabiatda asosan kremniy (IV) oksid (5i0.) va
silikat kislotaning tuzlari — silikatlar holida uchraydi. Sanoatda kremniy elektr pechlarda 2000°C-
2600°C 510, ni koks bilan gaytarish orqali olinadi:

§i0,+2C = 5i +2€0 (1)

Laboratoriyada gaytaruvchilar sifatida magniydan 800°C-1300°C haroratda, alyuminiydan
1800°C-2400°C haroratda foydalanish mumkin:
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Si0, + 2Mg = Si + 2Mg0 )
35i0, + 4Al = 35i + 241,0, (3) [2-4]

Bunday usulda olingan kremniy texnik kremniy hisoblanib, metallurgiyada mustahkamlikni
oshuruvchi vosita sifatida, shuningdek po‘lat, alyuminiy, latun va bronzalarda qotishma element
sifatida ishlatiladi [5]. Kremniy - elektronikadagi asosiy yarimo‘tkazgich metallaridan biri sifatida
foydalaniladi. Uning asosida tayyorlangan asboblar 200°C temperaturagacha ishlaydi. Kremniy
diodlar, tranzistorlar, quyosh batareyalari, fotoelementlar, yadro fizikasida detektorlar va turli linzalar
tayyorlashda ishlatiladi. Kremniy va uning birikmalari kremniy organik hosilalar, silitsidlar olishda
qo‘llaniladi [6].

Bizning tadqiqot ishimizda kvars qumidan kremniy ajratib olish texnologiyasi o‘rganilib,
amalda bajarilgan. Surxondaryo viloyatining Jarqo‘rg‘on, Sherobod tumanlari va Uchqizil hududidan
olib kelingan qumlar ustida tahlillar o‘tkazildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, Jarqo‘rg‘on hamda
Uchgizil tepaligidan olib kelingan qumlarda SiO: foizlari kam ekanligi Sherobod kvars qumlarida
nisbatan yuqori ekanligi aniglandi. Bu gum boyitilishi mobaynida metall 6GupuxkmanapuHuHT
mukopu 25-30% ra kamaytirildi. Elanib, maydalangan kvars qumlari Mg bilan aralashtirilib (1: 2
mol nisbatda) 600°C, 800°C, 1000°C haroratlarda (2-reaksiyaga asosan) reaktorda qaytarildi.
Olingan mahsulotga kimyoviy usulda ishlov berildi, ya’ni 3 marta distillangan suvda va HCI
kislotada yuvildi. So‘ngra rentgen fazaviy usulda tahlil gilindi.

o0, (]
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1-rasm. 600°C 2-rasm. 800°C 3-rasm. 1000°C
haroratda gaytarilgan | haroratda gaytarilgan kvars | haroratda qaytarilgan kvars
kvars qumining rentgen | qumining rentgen fazaviy | qumining rentgen fazaviy
fazaviy tahlil grafigi tahlil grafigi tahlil grafigi

Demak, mahalliy kvars qumlari boyitilib (maydalanib, elaklanib, yuvilib), sinflar bo‘yicha
klassifikasiya gilingandan so‘ng magniy yordamida 600°C, 800°C, 1000°C haroratlarda gaytarildi. 1-
rasmda 600°C haroratdagi rentgen tahlili keltirilgan. Bunda harorat magniyni alangalanishiga yetarli
bo‘lmaganlidi uchun qoshilma metallar va ularning oksidlari kvars qumi tarkibida saqlanib qolgan.2-
rasmda 800°C haroratda magniy to‘liq yonganligi uchun rentgen nurlari 20° — 30% purchak ostida
tushganda texnik kremniy unumi 99,3% bo‘lgan. 3-rasmda 1000°C haroratda magniy hosil bo‘lgan
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kremniy bilan birikib magniy oksidi , magniy silisidini hosil giladi. Bulardan shuni xulosa gilish
mumkinki, 800°C haroratda kremniy unumi nisbatan yuqori bo‘lgan.
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NCJIEJOBAHME BJIMSAHUSA OTAEJIBHBIX KOMIIOHEHTOB HA
SJEKTPOO®HU3NYECKHUE CBOMCTBA ILUIEHOK Pb7e
T.Axmenon, C.M.3aiinosio0uaunosa, M.b.Ha6ueB
®epranckuii I'ocyapcTBeHHbI YHUBEPCUTET

AHHOTanus: B [1aHHOM cTaTbe WCCIENOBAHBI BIUSHUSA OTIEIBHBIX KOMIIOHEHTOB Ha
3JIeKTpO(U3NYECKHE CBOWCTBA MJICHOK.

KiroueBble cioBa: Temreparypa MOJJIOKKH, KOHIEHTPALUsl CBOOOJIHBIX 3JIEKTPOHOB,
ANEKTPOABIIKYIIME CHJIBI, 30HHAsl Juarpamma, TepMonapa, MoHokpucramwisl PbTe , mieHounsie
JJIEMEHTHI.

BBenenue: M3BectHo, uto MoHOKpucTawibl Pb7e obnamator Oonbimmm K03(GGUIHEHTOM
ANIACTOCOMPOTHBICHUA. HO BMecTe ¢ 3TUM HMEIOT Malyld MEXaHHYeCKyH MpovHocTh [1].
DNEKTPUUECKHUE CBOMCTBA IUIEHOYHBIX 3JIEMEHTOB U3 MOIYIPOBOJAHUKOBBIX COEAMHEHUN 3aBUCST OT
COCTaBa U CTPYKTYpbI IUIEHKA. YacTHYHBIE WM MOJHBIE PA3JIOKEHHSI TTOMYIIPOBOJHUKOBOIO COEAMHEHUS
IIPU UCTIAPEHHUs B BaKyyMe CO3/1aeT psij cnenndudeckux ocooenHocreil. Cocta M CTPYKTypa IUNIEHKU
3aMEeTHO OTJINYAIOTCS COCTaBa M CTPYKTYPBI HCTIapsieMOro BelecTBa. ABTOpbI B pabote [ 1] nccienoBanu
BIIMSIHIE M30BITKAa KOMIIOHEHTOB Ha 3JIeKTpO(U3MIeCKUe CBOWCTBA TieHoK Ph7e Y YCTaHOBWJIH, YTO B
HUX COACPMKUTCS JTUHEHHBIN p-n MEepexo/ U C YBEITUUYECHHUEM COZIEp)KaHUs TeJUlypa pacTyT YIEIbHOe
COMPOTHBIIEHHE U TEPMO 3.7.C. (TepMo 3.1.C. focturaeT 1000MkB/rpam). Ucxoast u3 3TOTO peIcTaBIIseT
MHTEPEC U3YUYECHHE BIUSHUS OTAENIbHBIX KOMIOHEHTOB Ha 3J1eKTPpOo(U3HUECcKre CBOMCTBA MIICHOK.

1.TexHoJiOrusi NPUTOTOBJIEHUS TOHKUX IVICHOK.

JIns ucriapeHust KCroJb30Balu coeanHerne Pb7e n- Trma mpoBoMOCTH M OT/ACTBHBIE KOMITO-
HeHTBl Pb u Te BbicOKO#H 4mcTOTBHL. [lOIUIOKKM M3 pa3HBIX AMAICKTPUYECKUX MAaTepUAIOB
pacnoJaraiyi NepreHIUKYJISIPHO HOPMAJIH K IIOBEPXHOCTH UCIIAPUTENS HA paccTosiHUE OT Hero h=55
MM. [IneHku momydeHHble Ha OyMaXKHBIX IMOJJIOXKKAX, MOJUIOKKH HarpeBajuCh OT KOMHATHOU
temnepatypsl 10 150°C. Ilienku, nojgydeHHbIE B MHTEpBajie Temieparyp noioxku 120-130°C
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